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Ganancia

® La ganancia de un circuito determina la relacidon entre las
amplitudes de la sefial de salida y la sefial de entrada.

® Siendo el valor de la tensidon en decibelios como:




Figura de Ruido
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® La figura de ruido viene dada por la expresion:

Pyo = Potencia de ruido en la salida

P, =k T ‘B

® Teniendo en cuenta que G,=P¢,/P; se obtiene que:




Figura de Ruido (Cont.)

® Cuando se encuentran varias etapas en cascada la figura
de ruido viene dada como:

et

© La primera etapa de un sistema de radiofrecuencia debe tener

una baja figura de ruido y una alta ganancia




Punto de Intercepcion de Tercer
Orden

Senal deseada
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® Los sistemas no lineales en la salida aparecen términos
armonicos de la sefial de entrada que siguen la ley mw,znw,

® Los productos de intermodulacion de tercer orden son los
mas peligrosos porque pueden solaparse a la sefial deseada




Punto de Intercepcion de Tercer
Orden (Cont.)

% El IIP3 determina la degradacion de la sefial debido a los
producto de intermodulacion

E Potencia de IM
(IIM3)
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Coeficiente de onda estacionaria

(VSWR)

® Indica una medida cuantitativa de la adaptacion tanto en la
entrada como en la salida del circuito.

| J

® La forma mas usual de representarlo
es sobre el diagrama de Smith
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Estandar IEEES802.11a

¢ Este estandar se define para redes inalambricas en la banda
de 5GHz

© Para reducir errores se definen diferentes tasas de
transferencia pudiendo llegar a una tasa maxima de 54 Mbps

Canalizacion 52 subportadoras de
200 mW 300 KHz cada una

40 mW I

5.15G  5.25G  5.35G 5.725G 5.825G




Especificaciones del estandar
IEEES802.11a

® La impedancia de la antena tanto en transmision como en
recepcion debe ser 50 Ohmios

Tipo 1 0 °C a 40 °C
¢ Rango de temperatura de funcionamiento { Tipo 2 -20 °C a 50 °C

Tipo 3 -30 °C a 70 °C
5.15-5.25 (GHz) -> 40mW

® Potencia de transmision < 5.25-5.35 (GHz) -> 200mW
5.25-5.35 (GHz) -> 800mW

® Variacion maxima de frecuencia en la salida de 20 ppm

® Sensibilidad minima de -82 dBm para una tasa de 6 Mbits/s

¢ Figura de ruido maxima en recepcion de 14 dBs




Sistema genérico de OFDM
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Receptor de Conversion Directa
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Receptor de Doble Conversion
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Receptor Weaver Modificado
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Mezclador de Frecuencias

® El mezclador tiene como funcion el trasladar la sefial presente
en su entrada a un rango de frecuencias diferente, sin modificar
las caracteristicas de la senal

VIF
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® Los mezcladores se clasifican segun su rango de trabajo en:
Up-conversion

Down-Conversion




Parametros del Mezclador
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* (Ganancia de conversion b d
* Figura de ruido ‘VLO

* Punto de intercepcion de tercer orden

* Rango Dinamico.- Diferencia entre valotes minimos y maximos

que se pueden aplicar al circuito.

® Aislamiento.- Representa la cantidad de sefial que se acopla en los

distintos puertos del sistema.




Sistemas no lineales como

mezcladores

® Algunos mezcladores realizan el mezclado basandose en
no-linealidades que presenta el circuito.

Sistema
Temporalmente

Variante




Mezcladores basados en
multiplicadores

® Los mezcladores basados en multiplicadores presentan un
mayor rendimiento con respecto a los basados en no-linealidades.

Etapa Salida

Ipc + Igpcos(wggt)




Mezclador CMOS pasivo
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Tecnologia S35D4 de AMS

Thick Metal

PROT1

® 4 metales y 2 polys

IMD3

© Thick Metal

IMD2

© Elementos pasivos

IMD1

ILDFOX

® Transistores Bipolares

© Transistores MOSFET




Resistencias

P = Resistividad del material
¢t = Espesor del material
L = Longitud de la pista
W= Anchura de la pista

Definiendo p/t como R

s

® Existen de 2 tipos de resistencias:

[ ]
square*

Rpoly: Valores pequefos de resistencias

Rpolyh: Valores Elevados de Resistencia




Condensadores

Conductor 1
\ A
J

Aislante

Conducto2
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€= Permitividad relativa del material
&, = Permitividad del vacio
A = Area de las placas del condensador
d = Distancia ente las placas del condensador
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® Existen de 2 tipos de Condensadores:

Cpoly: Pequeias capacidades
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Cmin: Grandes capacidades
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Bobinas

© La libreria de bobinas que presenta la tecnologia son de
baja calidad

® Se emplearon bobinas desarrolladas por el IUMA
empleando el simulador electromagnético Momentum

.




Transistores MOSFET's

Surtidor Puerta  Drenador Surtidot  Puerta

Drenador

‘AV

® MOSFET en region de saturacion

® La tecnologia dispone de transistores:
PMOS : V.= 0.6V
NMOS: V= 0.46V
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Transistores HBTs de SiGe

® En los HBT's La base
Eass [poly) presenta un CSPCSOI' muy

Bage [8iGe)
Ermizar {paly)

Contacto Colector pequeﬁo y S€ encuentra
N dopada de forma gradual
con Germanio

® Los HBT's suministrados

por la tecnologia presentan
una f.de 70 GHz
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Diseno del Mezclador Pasivo
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Comparar
Resultados
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Polarizacion del puente

—m— Vate=0.2V
—0— Veate=0.8V
Veate=1.4V
—v— Veate=2.0V
Veate=2.6V
—<4— Veate=3.2V

Ganancia (dB)

1,5
Voran (V)




Polarizacion del puente

Parametros Valor
Ganancia (dB) 22,29
Polarizacion Tension (V) Figura de Ruido DSB (dB] 22,51

3.3 Figura de Ruido SSB (dB) 19,46
1P3 (dBm) 21,23

OIP3 (dBm) 43,53

® La Vg implementada
con resistencias de 50

Ohmios de Vcc a la puerta
de los MOSFETS




Dimensionado del puente

® La Longitud del canal ha sido establecida en 0.35 pm porque
se trabaja con sefiales de alta frecuencia

® Para una W de 30 hm
se obtienen las mejores

—m— Ganancia (dB) prestacmnes
—e— NF SSB (dB)

NF DSB (dB)
—v—1IP3 (dBm)

OIP3 (dBm)




Adaptacion de Impedancias

® La impedancia de
entrada sin adaptar de es:

Adaptaciéon de LO

L= 2 nH
Q=10.3
F=5.5 GHz

Vi — YL Vour

Adaptacion de RF

Le=1 nH
Q=13.8
F=5.5 GHz

Vin AI’YY\F\TVOUT
lcP=120 fF

® La impedancia resultante es:

X=-
1
Red de Rango de
adaptacion trabajo




Simulaciones de esquematico
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Simulaciones Pos-Layout

Periodic Steady Stote Response

=: Espactro de salida

rE I D 0

1: Espectro de entrada
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Disefio del amplificador
Operacional




Etapa de entrada
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Circuito de CMFB




Etapa de Salida

® La etapa de salida del amplificador debe presentar un buen
rango dinamico asi como un ancho de banda suficiente para
no interferir en la sefial de salida de la etapa anteriot.

© El proceso de dimensionado
se ha hecho de igual forma
que en los casos anteriores

Tension (V) | W (um) L (um)




Simulaciones de Esquematico
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Simulaciones Post-Layout

=1 YT("/net15")
ot VI("/neta24")
- "I

|

@rm JH

|
{ P

r

|

rn'_||| |
|\ || '| H
600m L | ‘ | |

JiNine

il

3@Em _‘ f|




BLOQUE II

BLOQUE III

Indice

v
~

\® Mezclador con etapa de amplificacion )

(@ Integracién en la cadena de recepcion )

“ Conclusiones

\“ Presupuesto




Simulaciones de esquematico del
Mezclador con amplificador

® Una vez unidos ambos circuitos se obtuvieron los
siguientes resultados

Simulaciones finales del sistema completo

T
Y
122 oo
o o oo

% Puede observarse la influencia notable sobre la
linealidad y la figura de ruido del sistema completo
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Acoplamiento de sefiales

© Este problema aparece cuando se trabaja con sefiales
que presentan grandes diferencias de potencia

Transient Response
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Conexion LNA - Mezclador
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RUN de Fabricacion
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- ® Mezclador pasivo

® Mezclador pasivo con
amplificador

® Conjunto de LNA 'y
mezclador pasivo
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Comparativa

® A continuacion se muestra una comparativa del mezclador
pasivo con otros trabajos similares

IUMA
SiGe 0.35u
3.3

Juan Melendez
CMOS 0.35 um

Mezclador Frank Elliger

Tecnologia GaAs 0.6 um
vdd (V)
Consumo (mW
Frec. RF (GHz)
Frec. IF (MHz
Ganancia (dB
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NF (dB)
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Comparativa

® A continuacion se muestra una comparativa del mezclador
pasivo con etapa de amplificacion con otros trabajos similares

IUMA
SiGe 0.35 um
3.3
2
5.5
2

Mezclador Chakraborty | Tang Jing Jung
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Conclusiones

® Como ha podido observarse el aislamiento ha resultado un
parametro fundamental en el disefio.

© Este proyecto se encuentra dentro de una linea de investigacion
mas amplia y puede tener continuidad en trabajos como:

* Medida de los circuitos realizados
* Implementacion del PLL

* Desarrollo de mezcladores para etapas de transmision
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